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L'invention concerne des composants micro-¢lectroniques radiofréquence passifs pour circuit intégré, du type comportant un sub -
strat diélectrique (S) et au moins une couche conductrice métallique disposée sur ledit substrat, ladite couche conductrice compor -
tant au moins une premiére partic conductrice métallique (C1) et une deuxiéme partie conductrice métallique (C2) séparées par
une isolation (I). Un composant micro-électronique selon l'invention comporte au moins une couche de graphéne (G) disposée de
maniére a ce qu'un signal radiofréquence ou hyperfréquence traverse ladite au moins une couche de graphéne (G) lorsqu'il est
transmis entre ladite premiére partie conductrice métallique et ladite deuxiéme partie conductrice métallique, ladite couche de gra-
phéne (G) étant apte, lorsqu'elle est soumise a un potentiel électrique, a transmettre ledit signal radiofréquence ou hyperfréquence
selon une premiére direction et a atténuer ledit signal radiofréquence ou hyperfréquence selon une deuxiéme direction opposée a
ladite premiére direction. L'invention s'applique en particulier pour les composants micro- électroniques de type ligne de transmis -
sion, de type capacitif et de type micro-commutateur.



